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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年7月30日(2020.7.30)

【公開番号】特開2018-26566(P2018-26566A)
【公開日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2018-006
【出願番号】特願2017-154337(P2017-154337)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/302    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/302    ２０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０４Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年5月26日(2020.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原子層エッチング（ＡＬＥ）の方法であって、
　基板を提供するステップと；
　前記基板をフッ化水素（ＨＦ）ガスおよびホウ素含有ガスに曝露して、前記基板をエッ
チングするステップであって、ここで、前記曝露することは、フッ化水素ガスとホウ素含
有ガスに交互に曝露することを包含し、前記基板をさらにエッチングするために少なくと
も１回繰り返されるステップと；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ホウ素含有ガスが水素化ホウ素、ハロゲン化ホウ素、ホウ素アミド、有機ホウ化物
、またはそれらの組合せを含有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ホウ素含有ガスが、ＢＨ３、ＢＣｌ３、Ｂ（ＣＨ３）３、およびＢ（Ｎ（ＣＨ３）

２）３からなる群から選択される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　原子層エッチング（ＡＬＥ）の方法であって、
　金属酸化物膜を含有する基板を提供するステップと；
　前記基板をフッ化水素（ＨＦ）ガスに曝露して、前記金属酸化物膜上にフッ素化表面層
を形成するステップと；
　前記基板をホウ素含有ガスに曝露して、前記フッ素化表面層を前記金属酸化物膜から除
去するステップであって、前記曝露するステップはプラズマの不在下で行われる、ステッ
プと
を含む、方法。
【請求項５】
　前記金属酸化物膜をさらにエッチングするために、前記曝露が少なくとも１回繰り返さ
れる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】



(2) JP 2018-26566 A5 2020.7.30

　前記ホウ素含有ガスが水素化ホウ素、ハロゲン化ホウ素、ホウ素アミド、有機ホウ化物
、またはそれらの組合せを含有する、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ホウ素含有ガスが、ＢＨ３、ＢＣｌ３、Ｂ（ＣＨ３）３、およびＢ（Ｎ（ＣＨ３）

２）３からなる群から選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記金属酸化物膜が、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｌａ２

Ｏ３、ＵＯ２、Ｌｕ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、ＺｎＯ、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢｅＯ
、Ｖ２Ｏ５、ＦｅＯ、ＦｅＯ２、ＣｒＯ、Ｃｒ２Ｏ３、ＣｒＯ２、ＭｎＯ、Ｍｎ２Ｏ３、
ＲｕＯ、ＣｏＯ、ＷＯ３、およびそれらの組合せからなる群から選択される、請求項４に
記載の方法。
【請求項９】
　不活性ガスでガスパージするステップを前記曝露ステップの間にさらに含む、請求項４
に記載の方法。
【請求項１０】
　原子層エッチング（ＡＬＥ）の方法であって、
　第１のフッ素化表面層を有する金属酸化物膜を含む基板を提供するステップと；
　前記基板を第１のホウ素含有ガスに曝露して、前記第１のフッ素化表面層を前記金属酸
化物膜から除去するステップと；
　前記基板をフッ化水素（ＨＦ）ガスに曝露して、前記金属酸化物膜上に第２のフッ素化
表面層を形成するステップと；
　前記基板を第２のホウ素含有ガスに曝露して、前記第２のフッ素化表面層を前記金属酸
化物膜から除去するステップと；
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記金属酸化物膜をさらにエッチングするために、前記ＨＦガスおよび前記第２のホウ
素含有ガスへの前記曝露が少なくとも１回繰り返される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１および第２のホウ素含有ガスが水素化ホウ素、ハロゲン化ホウ素、ホウ素アミ
ド、有機ホウ化物、またはそれらの組合せを含有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１および第２のホウ素含有ガスが、ＢＨ３、ＢＣｌ３、Ｂ（ＣＨ３）３、および
Ｂ（Ｎ（ＣＨ３）２）３からなる群から選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記金属酸化物膜が、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、Ｙ２Ｏ３、Ｌａ２

Ｏ３、ＵＯ２、Ｌｕ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、ＺｎＯ、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢｅＯ
、Ｖ２Ｏ５、ＦｅＯ、ＦｅＯ２、ＣｒＯ、Ｃｒ２Ｏ３、ＣｒＯ２、ＭｎＯ、Ｍｎ２Ｏ３、
ＲｕＯ、ＣｏＯ、ＷＯ３、およびそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記金属酸化物膜が金属層を酸化させることによって形成される、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１６】
　不活性ガスでガスパージするステップを前記曝露ステップの間にさらに含む、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のフッ素化表面層が水性ＨＦによる湿式処理を使用して形成される、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１のフッ素化表面層が乾式処理によって形成される、請求項１０に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記乾式処理がＨＦガスまたは有機フッ素含有エッチングガスを包含する、請求項１８
に記載の方法。
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